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１．概要（Summary） 

機能性酸化物薄膜のナノスケール化は、電子相転移

制御や量子効果等のナノ物性の興味に加え、低電力駆

動、高集積化に直結する重要な課題である。そこで、

我々は、酸化物トップダウン・ボトムアップナノテク

ノロジーを融合した技術的方法論を確立し、酸化物ナ

ノ構造の作製、及び新奇ナノエレクトロニクスの開拓

を行っている。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】ナノインプリント装置、リアク

ティブイオンエッチング装置、超高精細電子ビームリ

ソグラフィー装置、RFスパッタ成膜装置 

【実験方法】 

上記装置群を用いて酸化物薄膜の微細加工を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

二酸化バナジウム（VO2）は 300K 付近で、構造相

転移を伴った金属-絶縁体転移（MIT）を起こし、３桁

以上もの抵抗変化を示す材料としてよく知られてい

る。VO2薄膜では、MIT温度付近において、金属相と

絶縁体相の２つの異なる電子相が数十 nm の大きさで

混在していることがこれまでに報告されており、ドメ

インの数、配置、配列は電気物性の特性を大きく変化

させる。本報告では VO2の単一電子相の電気特性を調

べるために 20 nm の電極ギャップを持つ単結晶 VO2

ナノワイヤー薄膜を作製し、これまでの薄膜では見ら

れない急峻な単一抵抗跳躍の観測に成功した。パルス

レーザデポジション法により TiO2(001)基板上に単結

晶 VO2薄膜を作製し、ナノインプリントリソグラフィ

ー法を用いて、ナノワイヤー構造に加工した。また電

子線描画装置 125KV-EB を用いてでパターニングを

行い、電極を作製した。Figure 1(a),(b)は作製したデ

バイスの SEM像で、VO2幅 100 nm、電極間距離 2 µm、

及び 20 nmの領域を示す。Figure 1(c)では多数のド

メイン構造によるマルチステップ MIT が観測された

一方で、は VO2薄膜、電極間距離が 20 nm における

温度に対する抵抗変化は、１段階の巨大な抵抗変化の

観測に成功した（Figure 1(d)）。 
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Figure 1 Scanning electron microscopy images of 

100-nm-wide VO2 wires with (a) 2-μm and (b) 20-nm 

electrode gaps and temperature dependence of 

resistivity in the VO2 nanowires with (c) 2-μm and 

(d) 20-nm electrode gaps. 


